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【諸言】有機薄膜トランジスタ(OTFT)は p 型に比べ n 型は性能が劣っており、n 型 OTFT の性能

向上が求められている。研究室では過去に可溶性ｎ型半導体材料ナフタレンジイミド誘導体

(NTCDI-Cn；Fig. 1)を開発し、アルキル鎖長が性能に与える影響を検討した 1)。その結果、溶液プ

ロセスで n = 11～13 において、0.1～0.2 cm
2
/Vs と比較的高い移動度を示した。また、溶解性の影

響を受けない真空蒸着プロセスにより各 NTDCI-Cn を成膜、アルキル鎖長の変化のみがトランジ

スタ特性に与える影響について検討したとろ、n = 15 において移動度が最高となり 0.78 cm
2
/Vs と

アモルファスシリコンに匹敵する高い値を示した 2)。しかし、しき

い値電圧が 50 V を超えるという電子注入性の低さが問題となった。

そこで今回、Au 電極と有機半導体膜の間に仕事関数の低いアルカリ

金属である Cs 層を挿入したデバイスを作製(Fig. 2)、接触抵抗低減と

電子注入性改善によりさらなるデバイスの性能向上を試みた。 

【実験】酸化膜付シリコン基板上に有機半導体 NTCDI-Cn を真空蒸

着により成膜。その上に、アルカリ金属 Cs 層を挿入し、その後ソー

ス-ドレイン電極となる Au を真空蒸着してトップコンタクト型トラ

ンジスタを作製した。デバイスは真空中、室温で測定を行った。 

【結果・考察】NTCDI-C15 における Cs 層を挿入したデバイスとし

ていないデバイスを比較した伝達特性を Fig. 3 にまとめる。これよ

り、Cs 層を挿入する事でしきい電圧を 51 V から 19 V へと大幅に低

下させることを確認した。これは、Cs は Au に比べ仕事関数が低い

ため、有機半導体膜とのエネルギー障壁が低くなり電子注入性が良

くなったと考えられる。また、当日はアルキル鎖長が異なる NTCDI

誘導体デバイスにおける Cs 層導入の効果ついても議論を行う。 

 

 

   

Fig. 3 Cs層挿入による伝達特性の比較 
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Fig. 1 NTCDI-Cn 

Fig. 2 デバイス構造 
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